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Fotodioda BETO 17 /BPYP 17/ Jest krzemową epiplanarną fotodiodą
O

PIN /p+-V-n'V o dużym polu powierzchni światłoczułej /1 cm /. 
Powierzchnia światłoczuła fotodiody ma kształt koła podzielo
nego na 4 równe części /segmenty/. Montowana Jest w obudowie 
metalowo-plastykowej z płaskim oknem szklanym. Wymiary obudo
wy pokazano na rys. 1, a układ wyprowadzeń na rys. 2.
Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ może być stosowana do detekcji pro
mieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni, a w szczegól-

Fotodioda czterosegmentowa BFDP 17 BPYP 17

Rys. 1. Wymiary obudowy fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/
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Rys. 3« Względna charakterystyka widmowa czułości fotodiod
BPDP 17 /BPYP 17/

ności promieniowania emitowanego przez półprzewodnikowe foto- 
e mi tery z GaAs i GaAlAs /\ »0,8-0,9 /um/ i lasery neodymowe 
/ A «1,06 ^um/.
Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ przeznaczona jest do detekcji poło
żenia plamki świetlnej, kąta padania wiązki promieniowania, 
równomierności oświetlenia i w innych układach automatyki i ste
rowania.
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Rys. 2. Układ wyprowadzeń fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/

Sj 1 

tjedawzgll



Segment

Segment 1

BP0P-T7

Segment 2

05
x [mm]

Rys. 4. Zależność prądu fotoelektrycznego od położenia plamkiświetlnej
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WARTOŚCI DOPUSZCZALNE PARAMETRÓW

Napięcie wsteczne UR 100 V

Moc całkowita Ptot 2 W
‘i*

Gęstość prądu fotoelektrycznego 1P 5 mA/mm;

Temperatura obudowy tcase -50*+70 °(

Temperatura przechowywania tstg -504+85 °i

C 100 
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Rys. 5. Charakterystyka pojemnościowo-napieciowa fotodiodBPDP 17 /BPYP 17/
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